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[57]申請專利範圍
1.　一種多晶矽薄膜之製備方法，包括：(A)提供一基板；(B)形成一非晶矽薄膜於該基板之
一側；(C)提供至少一與該基板分離之金屬板；(D)鄰接該至少一金屬板於該非晶矽薄膜
及該基板中之至少一者之表面，並形成一堆疊層；(E)照光於該堆疊層，使該非晶矽薄膜
轉換成該多晶矽薄膜；以及(F)移除該至少一金屬板；其中，該步驟(E)之照光步驟係使用
一快速升溫退火系統(RTA，Rapid Thermal Annealing)進行。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，步驟(D)之該至少一金屬板
係鄰接於該非晶矽薄膜側及該基板側。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，該快速升溫退火系統利用
一紅外線光源或一紫外線光源。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，該步驟(E)之一照光時間係
為 120秒以下。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，該步驟(E)之一照光最高溫
度係介於 400~1100℃之間。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，該金屬板之材質係選自一
由鋁、鐵、銅、銀、錳、鈷、鎳、金、鋅、錫、銦、鉻、鉑、鎢、及其合金所組成之群

組。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之多晶矽薄膜之製備方法，其中，該基板之材質為玻璃、塑
膠、或其他可撓曲性材質。

圖式簡單說明

圖 1係本發明之多晶矽材料製備方法之流程總圖。

圖 2係本發明實施例 1之多晶矽材料製備方法之流程圖。
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圖 3係本發明實施例 2之多晶矽材料製備方法之流程圖。

圖 4係本發明實施例 3之多晶矽材料製備方法之流程圖。

圖 5係本發明實施例 4之多晶矽材料製備方法之流程圖。

圖 6係本發明實施例 5之多晶矽材料製備方法之流程圖。

圖 7係本發明實施例 6之多晶矽材料製備方法之流程圖。

圖 8A~8E係分別為本發明實施例 1~5之多晶矽薄膜之 X光繞射分析圖。

圖 9A~9E係分別為本發明實施例 1~5之多晶矽薄膜之拉曼散射光譜分析圖。

圖 10A~10E係分別為本發明實施例 1~5之多晶矽薄膜之掃描式電子顯微鏡分析圖。
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